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【はじめに】ダイヤモンドは優れた物性を持つ

半導体材料であり、次世代パワーデバイス材料

として期待されている。デバイス応用における

課題として、ダイヤモンドの不純物準位が深い

ことが挙げられる。このため、室温においてキ

ャリア濃度は極めて低く、抵抗率が高い。ドー

ピングレベルを上げることでキャリア濃度は

増加し抵抗率は低下するが、移動度は低下し、

欠陥密度と格子定数が増加する。この問題を解

決する一つの方法としてδドープ構造が提案

されている[1,2]。 

 我々は(111)ダイヤモンドのホモエピタキシ

ャル成長モードの一つであるラテラル成長[3]

とホウ素δドーピング技術により、δドープ

(111)ダイヤモンド構造の作製を行った。本研

究では、均一にドーピングされた(111)ダイヤ

モンドとδドープ(111)ダイヤモンドの電気特

性と不純物濃度の比較および考察を行った。 

 

【実験】HPHT Ib 型単結晶ダイヤモンド(111)

基板上に MPCVD を用いてホモエピタキシャ

ル成長を行った。成長時にガス種及び流量を制

御することでホウ素δドーピングを行い、多層

のδドープ構造を作製した。SIMSにより膜中

のホウ素濃度を測定し、ホール効果測定により

電気特性の評価を行った。 

 

【結果】Fig.1 は膜中の平均ホウ素濃度対室温

における抵抗率のグラフであり、均一にドーピ

ングされた(111)ダイヤモンドと比較すると、

δドーピング試料の抵抗率は約 1 桁低いこと

が分かる。このことから、δドープダイヤモン

ド構造を用いることで、膜中の平均ホウ素濃度

における抵抗率を改善できることが分かった。

また、当日はシミュレーション等の結果を交え

ながら議論する。 
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Fig.1. Room-temperature resistivity as a 

function of average boron concentration. 
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